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はじめに：次世代デバイスとして期待されているSiナノワイヤFETは、寄生抵抗による特性
劣化が懸念されている[1]。そのため、抵抗低減に有効なソース・ドレイン部のシリサイド
化技術が広く研究されている[2]。窒素を導入したNiを用いることで、NiシリサイドがSiナ
ノワイヤ内へ進入する長さを抑制することが可能である[3]。しかし、そのメカニズムは現
在解明されていないため、本研究では窒素導入による進入抑制機構の検討結果を報告する。 
実験： SOI層30nmの基板上に、Fin構造をリソグラフィとDryエッチングでパターニングし
た。パターニングしたFin構造を乾燥酸素雰囲気中1000 C° , 45 minで熱酸化し、ワイヤ径5～
25 nm程度のSiナノワイヤを形成した後、バッファードHFによってSiナノワイヤの酸化膜の
一部を剥離した。次に、（Ⅰ）Ar雰囲気中及び、（Ⅱ）Ar/N2（1:1）雰囲気中それぞれにお
いてスパッタリングを行い、4つの条件（Fig.1）でNi堆積を行った。その後、RTA（Rapid 
Thermal Anneal）にてNiシリサイド化を行った。未反応Niを除去した後、Siナノワイヤ内に
形成されたNiシリサイドの長さ及び直径をSEMで計測した。 
結果：計測結果（Fig.2）より、窒素による Niシリサイドの進入抑制効果は条件③・④で共
に確認できたが、条件④の方が抑制効果は大きい。このことから、Ni堆積初期の Si基板表
面に SiN 膜が形成される効果よりも、Ni 膜内に N が入り込むことによる効果の方が Ni シ
リサイド進入の抑制に影響していると考えられる。
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Fig.1 Condition model of Ni deposition       Fig.2 Encroachment length of Ni silicide into Si nanowire 
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